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摘 要

晶圓片在晶圓錠中切割為片後，須經研磨、磨削、拋光、蝕 刻等許多加工過程、而研磨與磨削為其中最重要製程之ㄧ。其

目 的為藉由減少晶圓片厚度使晶圓片表面得到理想的粗糙度以確保 電路的品質。本文根據磨削加工條件，以晶圓片磨削

加工運動分 析，配合加工條件與磨粒大小，以Box-Benkhen 實驗設計方法建 立晶圓片磨削加工表面粗糙度預測模型。本文

以切削深度進行探 討，嘗試以切削深度進行迴歸，探討切削深度與表面粗糙度間的 關係。並且以乘冪迴歸多項式建立一

表面粗糙度預測模型，藉由 控制因子模擬表面粗糙度分佈狀況。並且建立各因子與表面粗糙 度的趨勢圖，探討當各因子

改變時，對表面粗糙度的影響。
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